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摘要(译)

公开了用于转移的供体基底。在一些实施例中，用于转移的供体基板包
括基层，基层上的光热转换层，光热转换层上的中间层，以及中间层上
的转移层，其中中间层包括转印部分和非转印部分，并且在转印部分和
非转印部分中，中间层的表面粗糙度在30纳米或更大且1微米或更小的范
围内。还公开了制造有机发光二极管显示器的方法。
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